
SONYの1975年の HAD Sensor 特許 に対する NEC からの攻撃内容の詳細。

SONY HAD Sensorに関する SONYとNECの特許戦争 (1994～2002)

NECの1980年の埋め込みPhotodiode特許では BASE領域を完全空乏化することを特許請求しているが、
すでに上記の２件の萩原1975年特許の実施図で完全空乏化が明示されている。また、その埋め込み層
の電位は、CCDの埋め込みチャネル層の濃度と同程度であることも明示している。1978年にSONYはこの
PNP接合型 ( SONY HAD = Pinned Photo Diode ) の受光構造を採用した Imager で 20 volt 以下の
埋め込み層の電圧を既に実現している。 従って、周知情報であり、NECの1980年特許は無効である。
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Transistor の動作は、Diodeの動作を含む
HADセンサーは Dynamic Phototransistor 動作である





4. 特許第１、７２８、７８３号
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